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1.はじめに 

エポキシ樹脂ベースのネガ型フォトレジスト SU-
8 は電子線レジストとしても利用可能であり、フォ

トリソグラフィでは実現が難しい線幅 1 µm 以下の

高アスペクト比のパターン形成に用いられている[1]。

微細パターンの形成には、レジストの薄膜化[1]や

PEB 温度の最適化[2]が有効である。今回は SU-8 の膜

厚の薄膜化により、線幅約 440 nm の高アスペクト

比のラインアンドスペースパターンを作製したので

報告する。 

 
2.実験方法 

 図 1 に、本実験の電子線描画の概略図を示す。15
×15 mm2 に劈開した厚さ約 300 µm の Si (100)ウェ

ハ上に、PGMEA で希釈した SU-8 2002 を 500 rpm で

10 秒間、3000 rpm で 30 秒間スピンコートし、ホッ

トプレート上で、110℃で 60 秒間プリベークした。

これにより、通常のスピンコートで得られる約 2.4 
µm の厚さを約 3 分の 1 に薄膜化した。 
 電子線描画は、加速電圧 30 kV、ビーム電流 10 pA、

ドーズ量 1 µC/cm2 で行った。描画後の基板をホット

プレート上で、69℃で 60 秒間 PEB を行った[2]。SU-
8 developer で 60 秒間現像後、IPA で 15 秒間リンス

を行った。描画したラインアンドスペースパターン

の倒れや結合の有無を SEM で観察した。 
 

 
図 1 本実験の電子線描画の概略図 

 
3.結果と考察 

 図 2 に、膜厚約 590 nm の SU-8 のラインアンドス

ペースパターンの SEM 像を示す。図 2 に示すよう

に、線幅は約 440 nm、アスペクト比は約 1.3 の SU-
8 のラインアンドスペースパターンが製作できた。

先行研究[1]の膜厚約 500 nm のアスペクト比 1 のライ

ンアンドスペースパターンよりも高いアスペクト比

の構造を実現することができた。 

 

 
図 2 膜厚約 590 nm の SU-8 の最小ラインアンド 

スペースパターン 
 
4.まとめと今後の展望 

SU-8 の膜厚を薄膜化することで、電子線描画によ

りアスペクト比 1.3 のラインアンドスペースパター

ンを実現した。今後は本実験で得られたアスペクト

比を維持したまま SU-8 の微細パターンの高密度化

と、更なる高アスペクト比のパターンの製作を目指

す。 
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